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З метою уникнення домішок в об'ємі плівок в якості вихідних 

матеріалів для випаровування використовувались високоякісні оптичні 

стекла. Об'ємні зразки As56Se44 були виготовлені звичайним способом 

гартування розплаву у відкачаних кварцових ампулах із суміші 

високочистого 99/999% As та Sе. Наношари одержувалися шляхом 

термічного вакуумного випаровування високочистих стекол. Товщини 

отриманих плівок складали ~0,7 мкм. Термічний відпал проводився 

після напилення при Tв~100 °C Зелений діодний лазер з довжиною хвилі 

 = 532 нм (енергія фотона ~ 2.4 еВ) і потужністю p = 25 мВт був 

використаний для дослідження впливу світла з енергією більше ширини 

забороненої зони на структуру наношарів As56Se44 (Eg~1.8 еВ). Оптичне 

опромінення проводилось in situ з інтенсивністю 280 мВт/см
2
. Для 

дослідження структури одержаних і оброблених наношарів 

застосовувалась фотоелектронна спектроскопія з використанням 

синхротронного випромінювання в якості джерела збудження [1]. 

 Дослідження дали змогу встановити, що одержана плівка має 

композицію As54Se46 і в її структурі переважають структурні одиниці Se-

As2 (100 %) в спектрі Se 3d і As-SeAs2 (42,0 %) та As-Se2As (33,9 %) в 

спектрі As 3d (Таблиця). Термічний відпал in situ приводить до деякого 

впорядкування структури наношарів і домінуючою в спектрі As 3d стає 

стехіометрична компонента As-Se3 (52,4 %). При цьому в спектрі Se 3d 

детектується 6,8 відсотка компоненти з одним гомополярним Se-Se 

зв‘язком. Композиція після відпалу стає суттєво миш‘якозбідненою 

(~As49Se51) в порівнянні з вихідним склом і свіжонапиленою плівкою. 

Однак, наступне лазерне опромінення in situ частково відновлює 

композицію (~As51Se49) і призводить до зростання кількості структурних 

одиниць з гомополярними As-As зв‘язками (As-Se2As, As-SeAs2 та As-

As3). Послідуючий цикл відпалу і опромінення показує, що процес 

впорядкування при відпалі і формування нових гомополярних зв‘язків 
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при опроміненні є реверсивний і відтворюваний. При цьому 

співвідношення As/Se також змінюється циклічно в межах ~5 %. 

Детально обговорюється можлива  причина таких трансформацій і 

природа реверсивної зміни складу. 
 

Таблиця. Атомна концентрація, співвідношення As/Se (значення 

співвідношення As/Se для об‘ємного скла наведено в дужках, для 

порівняння), і вклад (площа, 5 %) кожного дублета індивідуальних 

компонент в основний рівень, визначений з розбивки синхротронних 

спектрів Se 3d і As 3d наношарів As56Se44. 

 

Елемент/    

Рівень/ 

Компонента 

свіжона-

пилений 

відпале-

ний 

опроміне-

ний 

відпале-

ний 

опроміне-

ний 
      

As, % 53.5 48.5 51.3 50.0 51.4 

Se, % 46.5 51.5 48.7 50.0 48.6 

As/Se 1.15 

(1.27) 

0.94 1.05 1.00 1.06 

Se 3d:      

Se-As2, % 100.0 93.2 95.9 93.3 96.6 

Se-SeAs, % 0.0 6.8 4.1 6.7 3.4 

      

As 3d:      

As-Se3, % 22.3 52.4 32.8 47.9 33.3 

As-Se2As, % 33.9 40.4 56.3 42.1 58.5 

As-SeAs2, % 42.0 6.2 10.0 9.2 7.2 

As-As3, % 1.8 1.0 0.9 0.8 1.0 
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